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半導体式ガスセンサーとは感ガス材料に金属酸化物半導体(SnO2や ZnO、WO3等)を用いて、吸

着や化学反応に伴う電気抵抗の変化から検知及び、濃度の定量を行うガスセンサーである。ガス

センシング特性の評価としては式(1)で定義されるガス応答 Sを用いて評価を行う[1]。 

S [Ω / Ω] = Ra / Rg   (1) 

ここで、Raは疑似大気(酸素(O2)：窒素(N2) = 20.0%：80.0%)条件での電気抵抗であり、Rgは疑似大

気に試験ガスを導入した条件での電気抵抗である。通常、半導体式ガスセンサーはセンシング特

性の強化やセンシング速度の加速のために 300~500 °Cといった高温を必要とする[1][2][3]。しかし、

加熱に伴う消費電力の増加は問題でありヒーターの小型化など工夫が必要となる[3]。そこで本研

究では、スパッタ法により SnO2を成膜し、その表面に Pt 薄膜のスパッタプロセスにおける薄膜

成長初期過程の島状膜生成を応用して作製した Ptナノ粒子[4]を触媒として担持し、室温における

水素ガスに対するガスセンシング特性の評価とそのメカニズムについての考察を行った。 

SnO2は rfマグネトロンスパッタ法により SnO2の酸化物ターゲットを用いて成膜した。成膜時

の全圧は 3.0 Paとした。また、Pt粒は Auto fine coater [JFC-1300, JEOL]をもちいて SnO2薄膜上に

担持した。成膜時の全圧は 8 Paとし、Pt粒の担持時間は 0~15 sとした。得られたサンプルの結晶

構造の解析には X線回折装置、表面の Pt の被覆率の算出には X線光電子分光装置を用いて解析

した。H2に対する室温ガス検知特性の評価には、疑似大気ボンベ(O2：N2 = 20.0%：80.0%)と H2 + 

N2ボンベ(H2：N2 = 3%：97%)を用いた。 

室温条件下では、Pt 粒を担持させていないサンプルは水素ガスに対して応答は示さなかった。

一方で、Ptナノ粒子を担持したすべてのサンプルで水素ガスに対して応答を示した。Pt担持前の

SnO2 膜を大気中で後焼成することによって未焼成のサンプルと比較し高いガス検知特性を得た。

また、ガス検知中の in-situ ホール効果測定を行うことによってガスセンシング特性を電子物性の

観点から考察し、ガスセンシング特性とキャリア密度に関係があることが判明した。 
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